







Abstract Electron traps in commercially available SiC Schottky diodes have been 
characterized by deep level transient spectroscopy (DLTS). Two discrete DLTS peaks corresponding 
to the energy levels of Ec -0.16 and 0.67 e V are observed in addition to broader signals with deeper energy 
levels. The Ec -0.16 and 0.67 levels are identified as the Cr impurity and Zl center， respectively. A 
140% increase in concentration for the Zl center is found by the 2.5 A forward current stress for 1200 min. 
The broader signals are resolved by isothermal DLTS and are found to consist of five components with the 
emission activation energies ranging from 0.71 to 0.85 ev. These five components show the filling pulse 














































(Repet i t i ve peak rev日rsevol tage)は 600V、IF
(Continuous forward current)は 6Aのものである。
SiCは、多様な積層構造をとるポリタイプ(結晶多
形)現象を示す材料として有名である。ポリタイプ
には主に 3C-，4H -，6H -， 15R -SiCが存在する。
また、市販されている SiCショットキダイオードの




一般的な試料構造 1)を図 1に示す。この試料を 2つ
用意し、それぞれ試料 1、2と名づけることにした。
























































































21 DLTS法による Si Cショットキダイオードの電子トラップの評価
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トを示す。ここでは 85， 315 Kのピークのみをプロ
ットし、このプロットからエネノレギー準位を求める
















かる。それぞれ試料 1は 5X 1013 cm-3であり、試料
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3. 4 電界依存性 3. 5 高温側ピークの解析
次に DLTS測定結果で得られた 85K付近のピーク









































p 叶 10(ms) 
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(b)一定温度DLTS測定結果によるフイッティング例
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の電流密度を求めると1.27 X 10-48 A/ crn2となる。ま
た、飽和電流密度は図 lから 1X 10-12 A/ crn2となり、


















Ec一O.16 eVとEc-O.67 eVの 2つの欠陥があること
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